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はじめに： Bi をサーファクタントとした独自の成長方

法によって良好な光学特性を有する低欠陥量子ドット

(QD)を作成し[1,2]、種々の評価を行ってきた[3-6]。本

報告では 10 層 QD の DLTS (Deep Level Transient 

Spectroscopy) 評価を行い、レファレンス用の 10 層量子

井戸(QW)試料と比較した結果を述べる。 

実験：サーファクタントとして Bi 原料(トリメチルビス

マス)を用いて MOVPE によって成長した、In(Ga)As-QD

＋交互供給成長 InGaAs 歪緩和層(SRL)構造＋GaAsP 歪

補償構造の 10 層 QD[1]を評価した。素子の構造は LD

用の層構成を有する pn 接合であり、オーミック電極を

真空蒸着で形成した後、メサエッチングにより素子分離

を行った。レファレンス用試料は上記構造から QD を除

いた 10 層 InGaAs-QW 素子である。 

結果： Fig. 1(a) に QD 試料、Fig. 1(b) に QW 試料の C-V

特性を示す。測定温度は後述の DLTS スペクトルのピー

ク温度付近 (160 K)である。同様に Fig. 2(a) にQD試料、

Fig. 2(b) に QW 試料の DLTS スペクトルの静的バイア

ス電圧 (VB) 依存性を示す。捕獲バイアス電圧(VC) は一

定とした。Fig. 2(a)の QD 試料において Fig. 2(b) の QW

試料には見られない複数の大きなピークが重畳した信

号が観察され、さらにこれらのピークにおいて、VB の

値がマイナス方向（逆バイアス方向）に大きくなると強

度が減衰し、VB=-3 V では消滅するという特徴的なバイ

アス電圧依存性が確認された。このような顕著な依存性

は通常の半導体中のトラップにおいては見られないも

のであり、QD に捕獲されたキャリアが、バイアス電圧

が VBに切り替わった直後にトンネルによって放出され

るという機構を考えると説明ができる。また、VB=-3 V

の条件において微小な信号しか残らないということは、

QD の周辺において点欠陥や転位等に起因するトラッ

プが非常に少ないことを示していると考えられる。 
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Fig. 1: C-V characteristics at 160 K.

(a) QD sample. 

(b) QW sample. 

(a) QD sample. 
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Fig. 2: Dependences of bias 
voltage on DLTS spectra. 
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